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Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2025
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III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління:
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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
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Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 39487.572



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження електричних, оптичних, магнітних та акустичних властивостей новітніх напівпровідникових
матеріалів та наноструктур, перспективних для застосування в приладах наноелектроніки, нанофотоніки та
наноакустики

Назва роботи англійською:
Investigation of electrical, optical, magnetic and acoustic properties of newest semiconductor materials and
nanostructures, promising for use in nanoelectronics, nanophotonics and nanoacoustics

Реферат українською:
Об'єкт дослідження – електричні, оптичні, магнітні та акустичні властивостей новітніх напівпровідникових
матеріалів та наноструктур, перспективних для застосування в приладах наноелектроніки, нанофотоніки та
наноакустики. Мета роботи. Комплексне теоретичне та експериментальне дослідження електричних,
включно з надвисокочастотними, оптичних, магнітних та акустичних властивостей новітніх
напівпровідникових матеріалів та нанорозмірних структур, що становлять фізичну основу нових приладів
наноелектроніки, нанофотоніки, наноакустики, а також спінтроніки та плазмоніки, які формуються як
сучасні науково і технологічно обґрунтовані напрямки розвитку мікроелектроніки, оптоелектроніки та
акустоелектроніки. В результаті виконання НДР досліджено новітні двовимірні моношарові кристали,
включаючи графен, широкощілинні напівпровідникові матеріали та гетероструктури, серед яких нітриди
групи III типу GaN, AlGaN, оксидні сполуки та алмазні плівки. Встановлено нові ефекти в новітніх
нанорозмірних шарах кремнію, АIIIВV сполук, широкозонних напівпровідникових плівках на основі алмазу,
наноструктурах та новітніх двовимірних кристалах. Знайдено нові електронні явища, зокрема в’язкість
електронів, плазмові надвисокочастотні явища в двовимірному електронному газі, що дрейфує в
електричному полі, а також сформулювано нові підходи до вивчення та застосування акусто-електричних,
акусто-магнітних та терагерцових ефектів. Проведено експериментальні та теоретичні дослідження
кремнієвих сильно легованих діодних n++-p+-структур, розроблених для створення елементної бази ДСТ з
покращеними характеристиками. Розроблені структури, в порівнянні з відомими закордонними аналогами,
характеризують покращеними експлуатаційними характеристиками. Розроблено та апробовано метод
дослідження кінетики акустоіндукованих процесів динамічної модифікації струму в напівпровідникових
матеріалах та наноструктурах при наявності в них складних багатозарядних акустоактивних центрів.

Реферат англійською:
Object of research. Electrical, optical, magnetic, and acoustic properties of advanced semiconductor materials and
nanostructures that are promising for use in nanoelectronic, nanophotonic, and nanoacoustic devices. Aim of
research. Comprehensive theoretical and experimental study of the electrical (including microwave), optical,
magnetic, and acoustic properties of novel semiconductor materials and nanoscale structures that form the
physical basis of new devices for nanoelectronics, nanophotonics, nanoacoustics, as well as spintronics and
plasmonics, which represent modern, scientifically and technologically substantiated directions in the
development of microelectronics, optoelectronics, and acoustoelectronics. As a result of the research, novel two-
dimensional monolayer crystals, including graphene, wide-bandgap semiconductor materials, and
heterostructures, namely, group III nitrides (GaN, AlGaN), oxide compounds, and diamond films, were investigated.
New effects were obtained in nanoscale silicon layers, AIII–BV compound structures, wide-bandgap
semiconductor diamond-based films, nanostructures, and novel two-dimensional crystals. New electronic
phenomena were observed, including electron viscosity and plasma microwave effects in a two-dimensional
electron gas drifting in an electric field. New approaches to the study and application of acousto-electric, acousto-
magnetic, and terahertz effects were formulated. Experimental and theoretical investigations were carried out on



heavily doped silicon n++–p+ diode structures developed for creating a new element base for semiconductor
devices with improved performance. The developed structures demonstrated enhanced operational
characteristics compared with known foreign analogs. A method for studying the kinetics of acoustically induced
processes of dynamic current modification in semiconductor materials and nanostructures containing complex
multicharged acoustoactive centers was developed and tested.
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Науковий ступінь: д. ф.-м. н.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Пристрій для градуювання низькотемпературних термометрів

Назва НТП англійською: Calibration device for low-temperature thermometers

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Пристрої (вироби технічні)

Галузь застосування: космічна техніка; кріогенна техніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Винахід належить до області термометрії і може бути використаний для градуювання
низькотемпературних термометрів з використанням кріостату. Пристрій для градуювання термометрів
низьких температур включає кріостат, розташований в ньому блок вирівнювання температури, котрий має
циліндричний отвір для розміщення в ньому робочого еталонного термометра та кріплення для розміщення
градуйованих термометрів. Також пристрій містить електричні лінії зв'язку термометрів, підключені через
електричний роз'єм до вторинної апаратури, систему автоматичного регулювання температури та вторинну
апаратуру для вимірювання термометричних параметрів. При цьому у пристрої використовують проточний
кріостат, блок вирівнювання температури виготовлений з безкисневої міді та має форму циліндра, в якому
виконано додатковий циліндричний отвір для розміщення другого еталонного термометра та додаткові
циліндричні отвори з внутрішньою різьбою для кріплення до блоку вкладишів з градуйованими
термометрами. Вкладиші виготовлені з безкисневої міді та мають форму циліндра, всередині якого є отвір та
пружинний затискач для розміщення термометра, на одному з кінців вкладиша є зовнішня різьба, а на
другому є шліц для з'єднання вкладиша з блоком. Технічним результатом винаходу є підвищення точності
градуювання низькотемпературних термометрів в більшій кількості температурних точок у розширеному
діапазоні температур, зменшення часу на градуювання та економія сировинних та матеріальних ресурсів на
градуювання термометрів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення автоматизації виробничих процесів

Вплив НТП на довкілля: Екологічно-чиста технологія

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:



Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Спосіб нанесення біоактивного фосфат-кальцієвого покриття на біологічні
імплантати, виготовлені з полімеру поліетеретеркетону

Назва НТП англійською: Method for the formation of the bioactive phosphate-calcium coatings on
biological implants made of the polymer polyetheretherketone

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: цивільна і військова медицина

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Спосіб нанесення біоактивного фосфат-кальцієвого покриття на біологічні імплантати включає
подачу порошку на основі фосфатів кальцію за допомогою дозатора в детонаційну хвилю, утворену вибухом
горючої суміші в камері згоряння газово-детонаційної установки. Порошок подають безпосередньо в ствол
гармати установки за допомогою стиснутого повітря. Вибухи здійснюють циклічно з частотою 3-9 вибухів/с і
запізненням 5-60 мс відносно моменту подачі порошку.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля: Екологічно-чиста технологія

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Спосіб для вимірювання теплового перегріву діодного термометру

Назва НТП англійською: Method for measuring of thermal overheating of a diode thermometer

НТП, яку передбачалося створити: Створено



Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Пристрої (вироби технічні)

Галузь застосування: космічна техніка; кріогенна техніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Спосіб для вимірювання теплового перегріву діодного термометра, який полягає в тому, що
через чутливий p-n-перехід кремнію пропускають в прямому напрямку постійний робочий струм,
вимірюють падіння напруги на контактах чутливого елемента. Пропускають через перший чутливий p-n-
перехід в прямому напрямку постійний робочий струм I та вимірюють падіння напруги на його контактах
V1(I,T). Пропускають через додатковий другий чутливий p-n-перехід в прямому напрямку постійний струм
Iн, величину якого змінюють таким чином, що Iн≥I, вимірюють падіння напруги на контактах першого
чутливого p-n-переходу V2(I,T) при протіканні струму Iн, величину теплового перегріву діодного
термометра T визначають із співвідношення T=V2(I,T)-V1(I,T)/(T), де (Т) - температурна чутливість, T -
температура.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Зменшення зносу обладнання

Вплив НТП на довкілля: Екологічно-чиста технологія

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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